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テラヘルツ(THz)波は水を含まない多くの物質を透過する電磁波として知られ、様々なイメージ

ング応用が期待されることから、そのための検出器について研究が進められている。我々は、ペ

ンタセン薄膜の HOMO バンド端における微小なポテンシャルゆらぎ[1,2]を利用した有機電界効

果トランジスタ(OFET)型 THz 波センサを提案し、研究を続けている[3–7]。OFET 型センサでは、

バンド端ポテンシャルの谷に弱く束縛されたホールが THz波を吸収することによって移動度端以

上のエネルギーを得て、出力電流の増分として THz波が検出される。これまでに THz波の初検出

には成功[4,6]したものの、検出感度の改善が課題となっていた。それには、ポテンシャルゆらぎ

以外の移動度低下要因や電極からの注入障壁を減らすことが有効であると考えられる。そこで本

研究では、自己組織化単分子膜(SAM)によるゲート絶縁膜およびソース／ドレイン金電極の表面

修飾を最適化することにより、高移動度化および低サブスレッショルドスロープ化を試みた。 

従来、SiO2ゲート絶縁膜を修飾する SAMとして用いてきた 1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン

(HMDS)の代わりに、オクチルトリクロロシラン(OTS)[8]を用いてボトムコンタクト型 OFETを作

製した。その結果、移動度は HMDSを用いた場合と比較して 2倍程度に増加、サブスレッショル

ドスロープは 3分の 1程度に減少した(図 1)。 

一方、これまで、出力特性においてドレイン電圧 0 V付近に出力電流の非線形な立ち上がりが

確認されていた。これは電極／有機半導体界面におけるキャリア注入障壁の影響が大きいことを

示唆していることから、それを低減させるために金電極表面をペンタフルオロベンゼンチオール

(PFBT)[9]によって修飾した。その結果、金電極の仕事関数が増加することで、出力特性における

非線形な立ち上がりはなくなり、より理想的な特性を得ることができた(図 2)。 

講演では、表面修飾による THz波検出用ボトムコンタクト型 OFETの特性変化の詳細を報告す

る他、THz波検出機構への影響についても議論する。 

  

図 1．HMDS（点線）および OTS（実線）に

よりゲート絶縁膜を表面修飾した OFET の

伝達特性 

図 2．金電極表面の PFBT修飾による出力

特性の改善効果（点線：修飾なし、実線：

修飾あり） 
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